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摘 要

隨著發光二極體的發光效率提升，發光二極體逐漸受到照明市場的青睞與關注。除此之外，發光二極體壽命長、反應速率

快、體積小、發光效率佳、省電而環保。本研究是採用自動化接面溫度量測系統進行測量，並先後使用國家晶片系統設計

中心(CIC)提供美國Synopsys, Inc.的半導體製程與元件模擬軟體(Technology Computer-Aided Design, TCAD)─Taurus TCAD

（包含Taurus TSUPREM-4和Taurus Medici），以及國家高速網路與計算中心提供同樣是美國Synopsys, Inc.的半導體元件

與製程模擬軟體─Sentaurus TCAD（包含Sentaurus Process和Sentaurus Device），來模擬發光二極體的特性，並將元件特

性的量測結果與模擬結果比較，以提供製作高效率及可靠的發光二極體研發方向。因此，本研究在完成一系列發光效率與

接面溫度的研究後，將可與工業界在發光二極體的散熱與照明方面進行各項的合作。 關鍵字：發光二極體、順向偏壓、接

面溫度、半導體元件與製程模擬軟體
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